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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 11月 15日 (2004.11.15)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 強 誘 電 体 、 誘 電 体 薄 膜 コ ン デ ン サ 、 圧 電 素 子 お よ び 強 誘 電 体 の 製 造 方 法
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
一 般 式 Ａ Ｂ Ｏ 3  の ぺ ロ ブ ス カ イ ト 酸 化 物 に お い て 、 Ｓ ｎ が Ａ サ イ ト 、 Ｔ ｉ が Ｂ サ イ ト を 占
め る Ｓ ｎ Ｔ ｉ Ｏ 3  を 主 成 分 と す る 単 純 ぺ ロ ブ ス カ イ ト 構 造 の 強 誘 電 体 。
【 請 求 項 ２ 】



一 般 式 Ａ Ｂ Ｏ 3  の ぺ ロ ブ ス カ イ ト 酸 化 物 に お い て 、 Ｐ ｂ ま た は Ｓ ｎ が Ａ サ イ ト 、 Ｔ ｉ が Ｂ
サ イ ト を 占 め る 、 Ｐ ｂ Ｔ ｉ Ｏ 3  と Ｓ ｎ Ｔ ｉ Ｏ 3  と の 固 溶 体 で あ る （ Ｐ ｂ ， Ｓ ｎ ） Ｔ ｉ Ｏ 3  
を 主 成 分 と す る 単 純 ぺ ロ ブ ス カ イ ト 構 造 の 強 誘 電 体 。
【 請 求 項 ３ 】
一 般 式 Ａ Ｂ Ｏ 3  の ぺ ロ ブ ス カ イ ト 酸 化 物 に お い て 、 Ｂ ａ ， Ｓ ｒ ま た は Ｓ ｎ が Ａ サ イ ト 、 Ｔ
ｉ が Ｂ サ イ ト を 占 め る 、 （ Ｂ ａ ， Ｓ ｒ ） Ｔ ｉ Ｏ 3  と Ｓ ｎ Ｔ ｉ Ｏ 3 と の 固 溶 体 で あ る （ Ｂ ａ
， Ｓ ｒ ， Ｓ ｎ ） Ｔ ｉ Ｏ 3  を 主 成 分 と す る 単 純 ぺ ロ ブ ス カ イ ト 構 造 の 強 誘 電 体 。
【 請 求 項 ４ 】
請 求 項 １ な い し ３ の い ず れ か に 記 載 の 強 誘 電 体 の 上 下 に 導 電 性 の 電 極 を 設 け た こ と を 特 徴
と す る 誘 電 体 薄 膜 コ ン デ ン サ ま た は 圧 電 素 子 。
【 請 求 項 ５ 】
一 般 式 Ａ Ｂ Ｏ 3  の Ｂ サ イ ト を Ｔ ｉ が 占 め る ぺ ロ ブ ス カ イ ト 酸 化 物 の 製 造 方 法 に お い て 、 酸
化 チ タ ン （ Ｔ ｉ Ｏ 2 ） を ソ ー ス と し て 用 い て 、 分 子 線 エ ピ タ キ シ ー 法 ま た は パ ル ス レ ー ザ
ー 堆 積 法 に よ り 製 膜 す る 工 程 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 強 誘 電 体 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
一 般 式 Ａ Ｂ Ｏ 3  の ぺ ロ ブ ス カ イ ト 酸 化 物 に お い て 、 Ｓ ｎ が Ａ サ イ ト 、 Ｔ ｉ が Ｂ サ イ ト を 占
め る Ｓ ｎ Ｔ ｉ Ｏ 3  を 主 成 分 と す る 単 純 ぺ ロ ブ ス カ イ ト 構 造 の 強 誘 電 体 の 製 造 方 法 に お い て
、 酸 化 チ タ ン （ Ｔ ｉ Ｏ 2  ） と 亜 酸 化 錫 （ Ｓ ｎ Ｏ ） を ソ ー ス と し て 用 い て 、 分 子 線 エ ピ タ キ
シ ー 法 ま た は パ ル ス レ ー ザ ー 堆 積 法 に よ り 製 膜 す る こ と を 特 徴 と す る 強 誘 電 体 の 製 造 方 法
。
【 請 求 項 ７ 】
一 般 式 Ａ Ｂ Ｏ 3  の ぺ ロ ブ ス カ イ ト 酸 化 物 に お い て 、 Ｐ ｂ ま た は Ｓ ｎ が Ａ サ イ ト 、 Ｔ ｉ が Ｂ
サ イ ト を 占 め る 、 Ｐ ｂ Ｔ ｉ Ｏ 3  と Ｓ ｎ Ｔ ｉ Ｏ 3  と の 固 溶 体 で あ る （ Ｐ ｂ ， Ｓ ｎ ） Ｔ ｉ Ｏ 3  
を 主 成 分 と す る 単 純 ぺ ロ ブ ス カ イ ト 構 造 の 強 誘 電 体 の 製 造 方 法 に お い て 、 酸 化 チ タ ン （ Ｔ
ｉ Ｏ 2  ） と 亜 酸 化 錫 （ Ｓ ｎ Ｏ ） 、 酸 化 鉛 （ Ｐ ｂ Ｏ ） を ソ ー ス と し て 用 い て 、 分 子 線 エ ピ タ
キ シ ー 法 ま た は パ ル ス レ ー ザ ー 堆 積 法 に よ り 製 膜 す る こ と を 特 徴 と す る 強 誘 電 体 の 製 造 方
法 。
【 請 求 項 ８ 】
一 般 式 Ａ Ｂ Ｏ 3  の ぺ ロ ブ ス カ イ ト 酸 化 物 に お い て 、 Ｂ ａ ， Ｓ ｒ ま た は Ｓ ｎ が Ａ サ イ ト 、 Ｔ
ｉ が Ｂ サ イ ト を 占 め る 、 （ Ｂ ａ ， Ｓ ｒ ） Ｔ ｉ Ｏ 3  と Ｓ ｎ Ｔ ｉ Ｏ 3 と の 固 溶 体 で あ る （ Ｂ ａ
， Ｓ ｒ ， Ｓ ｎ ） Ｔ ｉ Ｏ 3  を 主 成 分 と す る 単 純 ぺ ロ ブ ス カ イ ト 構 造 の 強 誘 電 体 の 製 造 方 法 に
お い て 、 酸 化 チ タ ン （ Ｔ ｉ Ｏ 2  ） と 酸 化 バ リ ウ ム （ Ｂ ａ Ｏ ） 、 酸 化 ス ト ロ ン チ ウ ム （ Ｓ ｒ
Ｏ ） 、 亜 酸 化 錫 （ Ｓ ｎ Ｏ ） を ソ ー ス と し て 用 い て 、 分 子 線 エ ピ タ キ シ ー 法 ま た は パ ル ス レ
ー ザ ー 堆 積 法 に よ り 製 膜 す る こ と を 特 徴 と す る 強 誘 電 体 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
酸 化 チ タ ン （ Ｔ ｉ Ｏ 2  ） と 亜 酸 化 錫 （ Ｓ ｎ Ｏ ） を ソ ー ス と し て 用 い 、 分 子 線 エ ピ タ キ シ ー
法 ま た は エ キ シ マ レ ー ザ ー に よ る パ ル ス レ ー ザ ー 堆 積 法 に よ り 、 各 １ 分 子 層 の Ｔ ｉ Ｏ 2  層
と Ｓ ｎ Ｏ 層 と を 交 互 に 積 層 し 、 Ｓ ｎ Ｔ ｉ Ｏ 3  を 製 膜 す る こ と を 特 徴 と す る 強 誘 電 体 の 製 造
方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
酸 化 チ タ ン （ Ｔ ｉ Ｏ 2  ） と 亜 酸 化 錫 （ Ｓ ｎ Ｏ ） 、 酸 化 鉛 （ Ｐ ｂ Ｏ ） を ソ ー ス と し て 用 い 、
分 子 線 エ ピ タ キ シ ー 法 ま た は エ キ シ マ レ ー ザ ー に よ る パ ル ス レ ー ザ ー 堆 積 法 に よ り 、 各 １
分 子 層 の Ｔ ｉ Ｏ 2  層 と Ｓ ｎ Ｏ 層 、 Ｔ ｉ Ｏ 2  層 と Ｐ ｂ Ｏ 層 を 交 互 に 積 層 し 、 （ Ｐ ｂ ， Ｓ ｎ ）
Ｔ ｉ Ｏ 3  を 製 膜 す る 強 誘 電 体 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
酸 化 チ タ ン （ Ｔ ｉ Ｏ 2  ） と 酸 化 バ リ ウ ム （ Ｂ ａ Ｏ ） 、 酸 化 ス ト ロ ン チ ウ ム （ Ｓ ｒ Ｏ ） 、 亜
酸 化 錫 （ Ｓ ｎ Ｏ ） を ソ ー ス と し て 用 い 、 分 子 線 エ ピ タ キ シ ー 法 ま た は エ キ シ マ レ ー ザ ー に
よ る パ ル ス レ ー ザ ー 堆 積 法 に よ り 、 各 １ 分 子 層 の Ｔ ｉ Ｏ 2  層 と Ｂ ａ Ｏ 層 、 Ｓ ｒ Ｏ 層 、 Ｓ ｎ
Ｏ 層 を 交 互 に 積 層 し 、 （ Ｂ ａ ， Ｓ ｒ ， Ｓ ｎ ） Ｔ ｉ Ｏ 3  を 製 膜 す る 強 誘 電 体 の 製 造 方 法 。
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